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世界で生み出されるデータ量は年々増加し、それにともないストレージの大容量化に対する要

求は絶えず、より安価で大容量な不揮発性メモリの開発が求められている[1]。また、ストレージ

級の容量を持ちながらも高速動作が可能な不揮発性メモリ「ストレージクラスメモリ」の研究開

発も活発に行われている[2]。最近では、メモリ素子自身で演算の一部を実現することにより、従

来よりも高効率なコンピューティングを目指す研究も注目を集めている[3]。このように、次世代

の不揮発性メモリに対する期待は大きく、未来は明るい。本講演では、このような明るい未来を

持つ次世代メモリ開発において、特に材料/素子研究の重要性について議論する。 
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